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第 l 章では， ドライエッチング技術の現状とその問題点について述べると共に，本研究の目的と電子ビーム励起プ
ロセスの研究・開発意義について述べた。








第 4 章では，電子ビーム励起の素過程の理解を目的として，表面分析を行った。塩素分子と GaAs 表面との反応




第 5 章では，電子ビーム励起ドライエッチングの実プロセス応用を目指し，アルゴン ECR プラズマを電子線源と
したエッチング法を新たに提案した。これはアルゴン ECR プラズマより電子線シャワーを引き出して基板に照射す
ると同時に，塩素ガスを試料表面に供給するもので，低加速・高電流密度の大面積電子線シャワーの発生が可能とな
る。まず本手法による GaAs のエッチング特性を評価した結果について述べた。また， この技術を応用することに
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より，同一装置内で電子ビームとイオンヒ、、ーム励起プロセスを連続的に行い，低損傷性と高速性に優れたエッチング








子ビームに着目し， Si , GaAs および GaAs/AIGaAs ヘテロ構造試料のエッチングに適用し電子ビーム励起ドラ
イエッチング法が有望であることを実証したものである。











て As 過剰になっていることを見い出している。また，塩素は化学付着して As および Ga と結合していること，電
子線照射によって脱離が促進され，エッチングが増速すること，また，脱離には早い脱離と遅い脱離があり，早い脱
離は As-C 結合，遅い脱離は Ga-C 結合によることを示唆する結果を示している。
電子ビーム励起ドライエッチンク守の実プロセスへの応用を目指し，アルゴン ECR プラズ、マを電子線源としたエッ
チング法を提案している。これは，低加速・高電流密度の大面積電子線シャワーの発生が可能である。これにより，
同一装置内で電子ビームとイオンビーム励起プロセスを連続的に行い，さらに加工損傷をフォトルミネッセンスおよ
びホール効果の測定によって評価し低損傷性と高速性に優れたエッチングが実施できることを示している。
これらの成果は，半導体の高精度エッチング技術にとって重要なものであり，半導体工学の進歩に貢献するところ
大であり，博士(工学〉論文として価値あるものと認める。
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